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A ideia inicial foi projetar-se um amplificador de banda larga, que cobrisse uma grande parte da faixa de
frequdncia em uso no Brasil. Basicamente o amplificador seria composto de 3 estdgios: o primeiro de
baixo ruido, o intermedidrio de alto ganho e o riltimo de m6dia pot6ncia. Como passo inicial, procedeu-
se i caracterizagSo de um GaAs MESFET (Mitsubishi - KD 299910) para o projeto de um estdgio
experimental. Para acomodar o FET, um circuito em microlinha foi confeccionado em fibra de vidro
teflon (Di-Clad 522) numa montagem de teste para caracterizagSo do dispositivo no analisador de
circuitos (HP). Os par6metros de espalhamento foram medidos em fungSo da corrente de polarizagSo
(lor) e da pot€ncia incidente no transistor. Conforme era esperado os parimetros S11, S12 € S22

praticamente n5o se alertam {< L%l com variag6es da corrente de lo5 (de 0 a 40 mA) e potencia
incidente. Entretanto o parimetro Szr jd apresentou uma certa variagSo em seu m5dulo (=5%) de ganho
constante, passo inicial para o projeto considerando o quadripolo como bilateral (Sr, * 0).


